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57D Sammendrag

Oppfinnelsen omfatter en terminerende krets eller
nettverk (4) som forbindes til et
signaloverforingsmedium i form av én eller to ledere
eller ledninger (2,3) hvorpa informasjonsbarende
signaler i form av spenningspulser kan sendes, og en
impedanstilpassende krets (4a) forbundet til lederen
eller lederne. Kretsen omfatter en
middelspenningsverdidannende enhet som produserer
en middelspenningsverdi, en styreenhet som produserer
tilpasset referansespenningsverdi, og en
impedanstilpassende transistor som omfattes i nevnte
impedanstilpassende krets, hvori nevnte spenningsverdi
og ncvnte referansespenningsverdi adderes for & danne
en sammensatt styrespenning som patrykkes pa
portforbindelsen til den impedanstilpassende
transistoren.

2 3 3%

k7aN =54
k2 Y

5
(Vi+itn) S-z 22 4
27 23
l‘)—ﬁ(\'r—g/—ﬂ

20

L

24—



10

15

20

25

30

TEKNISK OMRADE

Den foreliggende oppfinnelsen Vedréfer en terminerende j:

krets og mer spesifikt, men ikke utelukkende, en '

termineringskretsrelatert koblingsanordning for & oppné
impedanstilpasning som styres og velges i henhold t11 den
Jeldende anvendelsen . : C

Systemer for. é sende 1nformas;onsbarende 51gna1er over etV
51gnaloverfar1ngsmed1um, som for eksempel fysiske 1edere )
eller ledninger, krever ofte senderrelatert og/eller
mottakerrelatert impedanstilpasning, hvor impgdanstilAv_
pasning fortrinnsvis har minst én motstandsdominert .

~ impedansverdi tllpasset 1mpedansen tll 31gnaloverf-r1ngs-f

medlet

Selv om oppfinnelsens hovedanvendelse finnes i en'ééhqé;§f i'7'“

relatert og/eller mottakerrelatert impedanstilpassendé:~-
termineringskretsrelatert koblingsanordning, er .det tenkt
at den mest brukte anvendelsen vil vare en hvor koblings-
anordningen kobles oppstrems i forhold til en signalmot-
takende og signalbehandlende,enhet. e

legellg forenkles den legende beskrlvelsen t11 a omfatte '
kun denne sistnevnte anvendelsen- av oppflnnelsen, og : -en
person med erfaring fra teknikken vil vare klar over
betingelsene og forutsetningene som kreves for & utforme
oppfinnelsens koblingsanordning i en signalsendingskrets, -
s@rlig etter & ha lest 1nstruks;onene gitt’ 1 legende B
beskrivelse.

‘ Séledes vedrzrer den forellggende oppflnnelsen en -

termlnerlngskretsrelatert kobllngsanordnlng som, - forbundet
til signaloverferingsmediet, kan kobles oppstrzms i forhold
til en signalmottakende og signalbehandlende enhet, hvor -
nevnte enhet forbindes til en enkel overfzringsmediumfieder'
og til et referansepotensial i tilfellet “enkel—sluttet”
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(“51nge1 ended") 81gna1er1ng, og t11 to overfarlngsmedlum—u'
ledere i tilfellet “dlfferen51ell" 51gnaler1ng

Hvilket en person med erfaring fra teknlkken vil vere klar
over, er. forskjellen mellom enkel- sluttet slgnalerlng og
differensiell signalering, idet i det’ ferstnevnte tllfellet:
inntreffer et 1nformas;onsbarende 81gnal som spennlngs-V
pulser pa én leder, og i de 81stnevnte tllfellet som spen—
ningspulser mellom to ledere som er motsatt rettét Sllk at
nir en hey spenningspuls 1nntreffer pé én 1ede;, vil en 1av
spenningspuls inntreffe pad den andre 1ederen,Jog omvendt.

Oppfinnelsens er utformet til & omfattes i et'signeloVer--
feringssystem, og mer spesifikt i et system for sendlng av’
en dlgltallnformaSJonsrelatert 51gnalstruktur I sllke
systemer, er det znskellg 4 kunne utbalansere en sender—_
impedans og/eller en mottakerlmpedans som fremv1ser S
tydelige motstandsme551ge egenskaper mot 1mpedansverd1en“
til signalsendingsmediet, og dermed forbedre 51gnalover-*7
feringskvaliteten og redusere andre forekommende 51gna1-.
refleksjoner ved endene til overfarlngsmedlet .

Termineringskretsrelaterte kobllngsanordnlngen som er
tilpasset en signalmottakende og 51gna1behandlende enhet 1
henhold til oppfinnelsen er spesielt egnet for anvendelse i
et dlfferens1a151gnaler1ngssystem, hvor motsatt rettede,
spenningsverdier pa lederne veksler mellom'tbdvalgte
signalspenningsnivaer, et lavt spenningsniva og et‘héyt Ll
spenningsniva. o SR

Oppfinnelsene koblingsénerdning er ogsi innrettet til-a
kunrie innlemmes i en integrert krets og 'det skal vere mulig
4 danne den valgte kretslesningen via et valgt ledermenster

av metallag, plassert Pa en valgt basismatrise (bas1s-

brikke) for & danne en kretsmakro, som for eksempel en I/O—
makro (inngangs- og utgangskretser til’ den 1ntegrerte
kretsen) ' i '




10

15

20

25

30

3
Det betraktes a vare spe81elt gunstlg a lage oppflnnelsens
koblingsanordning slik at den kan utformes ved & bruke en

standardisert grunnbrikke som har en sentralt orlentert 3
portsjo med inngangene og utgangene som tilherer kobllngs— oL

. anordnlngene som, blant annet, omfatter PMOS- tran51storer'

og NMOS-transistorer.

Nar en slik grunnbrikke utstyrés med . et"vaigt antall météief"
lag,_v1a hvilke lag den nedvendige koblingsanordningen
dannes, utformes en portmatrlse som- har funkSJonelt full-

'stendlge I/0- kretser eller llgnende kantorlenterte kretser

‘Det: fremskaffes ogsa kantorlenterte forblndelsesplnner for
f'forblndelse, ‘f.eks. bondlng, til komponenter til port-5~

matrisen eller til eksterne komponenter, som for eksempel
motstander, ledere og lignende, enten d1rekte eller ved
hjelp av en kapsel.

Vanligvis, tildeles en inngangskrets-(I krets)'én'bonding- '
eller forblndelseszy og en utgangskrets (0- krets) tlldeles
én bonding- eller forblndelsesay Selv om én - bondlngey er..
tilstrekkelig for enkel- sluttet 51gna1er1ng, er det: ‘f
nedvendig med to bondlngzyer for hver krets-i t11fe11e,}
differensiell signalering. '

BESKRIVELSE AV BAKGRUNNSTEKNIKK

Flere forskjelllge utformlnger av termlnerlngskrets—

relaterte kobllngsanordnlnger som er ment brukt i anven-

delsen ovenfor-er kjent . innenfor teknlkken og 11kesé
forskjellige kretslesninger.

Dermed er det kjent & forbinde motstaﬁdsméssige elementér'-
(motstander) med tlldelte motstandsverdler som tllsvarer en
impedansverdi,- nominelt 50 ‘ohm, tildelt en ‘brukt leder
eller et brukt overfzrlngsmedlum, mellom leder og jord-
potensial ellér andre referanser
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I henhold til anvendelsen som denne oppfiﬁnelsénfe:

tilknyttet, er det kjent at NMOS-transistorer .og PMOS- "

transistorer kan styres med en portspenning som har'en,g_l

'verdl slik. at kilde-sluk- banen t11 tran81storen freniviser .

en tydellg motstandsmesslg egenskap,.en egenskap som brukesf35'

T av oppflnnelsens termlnerlngskretsrelaterte kobllngsanord-'.
_nlng ' ' '

Det er ogsé kjent & bruke NMOS-transistorer og PMOS--
transistorer til & fremskaffe nedvendige kretslzsnlnger for
den signalsendende og/eller signalmottakende enheten. hvor - -
disse struktureres i I/O kretsene til de lntegrerte

kretsene som. brukes.

Det er ogsé kjent & velge kretslzsnlnger for ‘de SLgnal—~
sendende og/eller signalmottakende enhetene som brukes sllk
at nevnte enheter vil kunne sende og motta 1nformas30ns—:
berende signalpulser som har en signalstruktur hvor
bithastigheten kan nd GHz-omrédet,i o

Nér kretskobllngene eller sv1ts:ene som brukes bestér av 7;-'
NMOS-transistorer og/eller PMOS- tran51storer og komponenter
som dannes i grunnbrikken og/eller diskrete komponenter, ‘er
det ogsa kjent at egenskapene til disse kretskoblingene vil
vere svert avhengig av det momentane systemspenningsnivaet
og at disse egenskapene pavirkes merkbart av.variasjoner i.
dette spenningsnivéet. ' . ' .

Det er ogsé kjent at egenskapene tll dlsse kretskobllngene

er temperaturavhengige.

OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN

TEKNISKE.PROBLEMER

ved & betrakté de tidligéré teknikksynééunkféné“96m

beskrives ovenfor, vil det sees at det er et teknlsk
problem é fremskaffe en termlnerlngskretsre1atert o
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koblipgsanordning'som, dannet ien porfma;rise[fkaﬁ brukéf

tilgjengelige transistorer og gi god-tilpaéning til .-
impedansverdien til overfzrlngsmedlet hovedsakellg
uavhengig av endrede egenskaper til: gjenstéende _
kretskoblinger, som for eksempel de_som pév1rkes a§: _
systemspennlngsvarlaSJoner,,temperaturfariastne: og :

lignende.

Et annet teknisk problem for termlnerlngskretsrelaterte .
koblingsanordninger av denne typen er & fremskaffe dynamlski
og statisk kompensering for pév1rkn1ngen av endrede egen--~
skaper som i praksis vil tre i kraft. o

Et annet teknisk problem tilknjttet slike'koblingsaﬁord¥7
ninger og slike arnvendelser med 1ntegrerte kretser er é '
fremskaffe en aktlv og flytende termlnerende krets med
automatisk kompenserlng til en valgt nominell verdl nér
egenskapene endres. '

Et annet teknisk problem er & forsta betlngelsene som er‘ L
nedvendige for 4 oppnd automatlsk kompernsering via spen--
ningstilpasning til portforblndelsen til en tran81stor som'
brukes i kob11ngsanordn1ngen, og dermed endre arbelds—
punktet til tran31storen, bade dynamlsk og statlsk

Et annet teknisk problem er a forsta at nedvendig spen-.
ningstilpasning krever tllgang til en referansespennlng og
en mlddelspennlngsverdl som dannes av 51gnalstrukturen tll

pulsene for nedvendig informasjonsoverfering.

Videre er det et teknisk pfoblem 4 forsta tilﬁakene-som er
nedvendige for & f& lett tilgang til speﬁningsniVéene_Som';"
s4 addert vil gi nedvendig tilpasning av impedansveidien'

til en nominell verdi og som skal leveres til transistor- "
portforbindelsen som fungerer ‘som en termlnerende last. {g"‘

Det er, foruten dette, et teknisk.probiem a fremskaffe -
betingelsene som er nedvendige for 4 danne en terminerings-’
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kretsrelatert koblingsanordning av denne typen ved h]elp av

enkle kobllngsteknlkkmldler med et standardlsert port—
matrlsegrunnlag ' '

Et‘annet’teknisk problem er & forsta betyﬁﬁihéen'aQié'brﬁké;-
‘som en portspennlng til en tran81stor som. tjener som en f
terminerénde last en variabel referansespennlng som Hz‘f'
genereres eksternt i forhold til kretsen og som fungerer
som en styrespenning, hvor verdien til referansespennlngen' .
lages avhengig av strzmtemperatur og uavhengig av :
variasjoner i verdlen til den statiske matespennlngen og
mldlertldlge sakte endrlnger i matespenningen, osv., og é
tillate referansespenningen som adderes til en mlddel-
spenningsverdi som genereres eksternt i forhold til kretsen
4 virke pd portforbindelsen til transistoren’ (transis- - .
torene) som omfattes i den terminerende kretsen slik at det
er mulig & styre og tilpasse den motstandsdoﬁinerende'
verdien til den termlnerende 1mpedansen til en krets-

relatert nom1ne11 verdl

Det v11 ogsa sees at det er et teknisk problem a fremskaffe,
et impedanstilpassende nettverk eller krets som kan for-
bindes til en 81gna1mottakende krets som har et bredt o
arbeidsomrade, og dermed gjere det mulig for den

. terminerende nettverksrelaterte koblingsanordningen a

fremskaffe impedanstilpasning i forhold t11 en nominell - .
impedansverdi selv nar mlddelnlvéet pa det 1nformas;ons-'-'
bzrende signalet varierer mye,'qg gjere det mulig & mo;ta
informasjonsbarende signaler. . : -

Et annet teknisk problem er & forstd betingelsene som er
nedvendige for 4 kompensere for transisto:reiaterte

 “kroppseffekter”.

I henhold til dette, er det et teknlsk problem é kunne

“'forsta at denne kompenserlngen kan oppnas ved & forsterke

kun nevnte middelverdispenning og addere nevnte . spenn;ng
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til referansespenningen for denne sammensatte spennlngen
leveres til. portforblndelsen

Et annet teknlsk problem er & kunne lage med tran81storene <
og/eller komponentene som er tllgjengellg i I/O- u: f";
makrokretser, kretsbetlngelser for. & anvende blant annet o
middelspenningsverdien pa portforblndelsen via en SC- '
teknikk (svitsjkondensatorteknikk). '

Et annet teknisk problem er a lage ved hjelp av SC—":' .
teknologl betingelser som gjzr det mulig & gi spennlng som .

‘middelverdien dannes fra en verdi som er forsterket 1.

forhold til middelverdien og som t11passes for a kompensere
for fallet i spenning forérsaket av paras1ttlsk kapa31tans :.
og spenningsekningen som er nedvendig for A kompensere for :
“kroppseffekten” . '

Det vil ogsd sees at det er et teknisk problem'é oppné'slik.
kompensering og dynamisk tllpasnlng ved hjelp av en styrbar'~
spenningsverdi til portforblndelsen til en tran51stor som '
er tilknyttet impedansnettverket  som en trans1stor som
pév1rker den terminerende 1mpedansen og som kan lage en:
aktiv terminerende impedans, og é_obserﬁere at nevnte tran-
sistor har kapasitetsegenskaper, og bfuke disse egenskapene
slik at den portrelaterte spenningsverdien kan lagres S
direkte i én eller flere transistorer som fremviser .
terminerende 1mpedans og som tilherer den termlnerende
kretsen '

Et annet teknisk problem er a lage via tran51storstyr1ng en

" terminerende impedansverdi som er stab11 og i hvert fall

hovedsakelig uavhenglg av spennlngsendrlnger i system-

spenningen og som kan etyres ved temperaturvarlaSJoner,'og
ogs3 forsta at det er nedvendig av denne grunn med effektiv
forstyrrelsesisolering fra andre kretser hv11ket kan -

. gjennomferes ved a flltrere referanse81gnalet gjennom et

lavpassfilter i nzrheten av den termlnerende kretsen
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Et annet teknisk problem er & kunne lage en terminerings-
kretsrelatert koblingsanordning av. en enkel og robust
konstruksjon som kan fungere med SC- teknologl samtldlg som
det brukes tran51storkob11nger og/eller komponentkobllnger .
i 1/0- overflatene til IC-kretsene som. brukes. '

Det vil ogsé 'sees at det er et teknlsk problem 4 forsté
betydnlngen av a lage betlngelser Sllk at’ SC teknlkken som '
anvendes styres direkte av en 1nnkommende datastrzm, o
hvilket betyr at det ikke er nedvendig é styre 1/0-
makrokretsen ved hjelp av klokkepulser_som genereres -
separat. I ' :

Det vil ogsé sees som et ytterllgere problem a forsté _
betlngelsene for. og nzdvendlgheten av é tilpasse anvendte
analoge forsterkerkoblinger og/eller sc- teknlkk sllk at det
blir mulig & variere en styrt portspennlng for anvendte ‘
transistoromfattende termlnerende kretser som tll og med
utvider en egen matespennlng ' ’

Et annet teknisk problem er é forstd betingelsene for oé
nedvendigheten av a innlemme en slik.scftéknikk:méd enkle :
midler i en eksisterende portrekkestruktur (GA-struktuf)
med kun lett svekkede egenskaper i forhold til nayaktlg-
heten til den terminerende 1mpedans med varlerende

terminerende potensialer qg/gller slgnalmlddelverdlefl

Et annet teknisk problem er & fremskaffe en Eérminérihgs;f .

kretsrelatert koblingsanordnihg av - typen nevnt oVenfor:éom:__

_ikke bare er av en enkel konstruksjon men ogsd er kfaft} .

mager.

‘ Et annet teknisk problem er & fremskaffe én términeréndé-

krets ‘som kan brukes i en 91gnalmottakende enhet’ og som -
tllbyr et bredt arbeldsomréde hvor en “arnvendt aktlv i .
tilpasset transistortildelt- termlnerende krets kan fungere'
uavhengig av konstruksjonen t11 senderen og/eller

" mottakeren, og dermed gjore det mullg for senderen og/eller- '
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mottakeren & reagere pa Variastner fra litt under 0-niviet
og opptil litt mer enn halvparten av matespennlngen, ved,
hJelp av NMOS- tranSLStorer. '

Det vil 6gsé sees at deﬁ er et teknisk prdblem a forétéHEtn'f
det brede arbeidsomradet av typen nevnt ovenfor gjar det '
mulig & bruke én og samme NMOS-transistorbelastet
terminerende krets til & terminere 1nformas30nsbarende
51gnaler1ngssystemer som har forskjelllge omréder for den
signalmottakende kretsen. o

Et annet teknlsk problem er é forsté betlngelsene som er -
nedvendig for & fremskaffe en nzyaktlg tran31stort11de1t
terminerende krets, hvor praktiske tester v1ser at en
toleranse bedre enn *5 % innenfor et relatlvt_bredt .

~arbeidsomrade ligger innenfor rammen til disse mulighetene.

Det vil ogsa sees at det v1dere er et problem a fremskaffe o

‘en mottakerrelatert termlnerende krets som kan lages
'flytende deaktivert fra eller forbundet tll en fast

spenning og 11keve1 tilby aktiv tllpasnlng som her kreves.

Et annet teknisk problem er & forsta tiltakene som er

'nadvendige for & lage befingelsene slik at nar en signaii.

mottakende enhet struktureres med NMOS- elementer' vil en' -
tilpassende referansespennlngsgenererende krets ogsé

struktureres med NMOS - elementer, og at nér den termlnerenden
kretsen bruker NMOS-elementer, v11 den 81gna1mottakende SN
enheten kunne dekke et spenningsvis relatert “nedre v1ndu"-
(*lower window”), med rekkevidde fra litt over halvparten .
av matespenningen til litt under 0-niviet. ‘ o

Det vil ogsd sees at det er et ‘problem a forsté hv11ke .
tiltak som er nzdvendlge for a 1age betlngelsene slik at

- nar en signalmottakende enhet struktureres med -PMOS- .

elementer, vil en tllpassende referansespennlngsgenererende.-
krets ogsa struktureres med PMOS-elementer og at nar den
terminerende kretsen bruker PMOS-elementer, vil den
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signalmottakende enheten kunne dekke et spenninQSvie' _
relatert “@vre vindu” (“upper window”), med rekkevidde fra -
litt under halvparten av matespennlngen til lltt over L

matespennlngen

Videre er det ogsé et teknisk oroblemaé knnne 1ége oetin: “.
gelser slik at en termineringekretsfelatert kobiingsenord¥ﬂ'i
ning strukturert, blant annet, av NMOS-elementer og EMOS-
elementer, kan forbindes til nevnte ledninger é11er 1edere
og aktivere en valgt kobllngsanordnlng og deaktlvere den
andre kobllngsanordnlngen ved hjelp av et eksternt generert

- aktiveringssignal, slik at én og samme termlnert sender- .

belastet ‘eller mottakerbelastet I/O krets kan selektlvt
dekke en valgt del av matev1nduet ved" hjelp av nevnte
aktiveringssignal.

I tillegg, vil det sees at det er et teknisk problem ‘4 -
kunne lage ved hjelp av enkle mldler betingelser hvorved en ‘
tilpasset transistorbelastet terminerende krets kan

' deaktlveres, enten fullstendig eller de1v1s, ved hjelb av .

en valgt styrespenningsverdi (gar .mot null), dvs.. kan
SVltSjeS til en tilstand med hzy 1mpedans, og dermed lage
betingelser for a deaktivere, eller utkoble, den
terminerende kretsen i en buss-. og sender-mottaker{~o
anvendelse. .

 Dét er videre et teknisk problem 4 forsta fordelene B
'vedrzrende det faktum at termlnerlng er mest 1deelt ved

lave signalnivaer.
LOSNING

Med den hensikt & lese ett eller flere av de teknlske'
problemene nevnt ovenfor, tar den forllggende oppflnnelsen

utgangspunkt ien termlnerlngskretsrelatert kobllngsanrod— i

ning som innrettes til & kunne forbindes oppstrzms i
forhold til en signalmottakende og s1gnalbehand1ende enhet
forbundet til et overfzrlngsmedlum, som for eksempel en
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eller to lednlnger eller ledere hvorpa 1nformaSJonsbarende '

81gna1er i form av spennlngspulser kan sendes

I henhold til den forellggende oppflnnelsen, har en tran-
sistor som har 1mpedansen til den termlnerende kretsen og
som omfattes i kobllngsanordnlngen anvendt pa dens port—
forbindelse en sammensatt spenningsverdi," ved hjelp av en
enhet som danner spenningsmiddelverdien til de. 1nforma—-

SJonsbarende signalene og en styrt referansespennlngsverdl -

som genereres av ‘en styreenhet hvor disse spennlngs— .
verdlene adderes til a danne nevnte sammensatte spennlngs-
verdl. ’ "

I henhold til foreslatte utfarelsesformer som er 1nnenfor-
oppfinnelsens omfang, lages spennlngsverdlen som.anvendes
pa nevnte portforbindelse ved 4 addere en spenningsvefdi
fra enheten som danner spennlngsmlddelverdlen og et
referansespennlngsnlvé som genereres av- en styreenhet eller
styrekrets '

,Spenningsverdien som ahvendes'pé ﬁértforbiﬁdelsen vil L
fortrinnsvis heoynes litt for a& kompensere for, blant annet,

transistorrelaterte kroppseffekter.

I henhold til oppfiﬁnelsen, bestar enﬁeten som danner f-*'
spenningsmiddelverdien av en impédanstilpaéSgt'kompénent
som forbindes til nevnté overferingsmedium, dvs. dens -
ledere, som ogsa forbindeé for 4 fremvise en middelverdi,
dannet av forkommende spenningspuléer. '

I henhold til én utferelsesform av oppfinnelsen,'anvendes

den dannede middelspenningsverdien pa en svitsjekrets'som i

en ferste tilstand anvender nevnte spennlng pa .nevinte port-
forbindelse via en kondensator og en’ ytterllg sv1ts;ekrets
som, tllhzrer den forstnevnte kretsen, og i -en andre -
tilstand leslater nevnte spenning og nevnte portforblndelse
og forbinder et jordportensialrelatert referansenlvé t11

.
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styrespennlngen som genereres av nevnte styreenhet via
kondensatoren i nevnte krets. ‘

Det foreslés ogsd at referansespennlngen velges under en -

valgt systemrelatert matespennlng

Det forslas ogsa at enheten som danner middeiépénhingsﬁTt
verdien bestdr av to serieforbundet transistorer i den o
terminerende kretsen som forbindes mellom nevnte to ledére

-'eller ledninger, hvor det felles overgangspunktet t11 dlsse

tran81storene forbindes t11 en leder Sllk at det dannes ‘en .

' mlddelverdlspennlng

Det forslas ogsi at de to portforbiﬁdéISeﬁé tiiﬁtraﬁsié4

_ torene som er serieforbundet forbindes gjensidig med.enjz.

portforbindelse til en annen transistor som forbindes '
mellom lederne.

I henhold t11 én utf-relsesform av oppflnnelsen oppnés
kompensering.for en forflytnlng av arbeldspunkt £11 en'3' }
transistor eller en forflytning av et term1nerende punkt 1'
forhold til jordpotensial ved a tilpasse nivaet til c
spenningen som fremvises pa portforbindelsen'éllervpa .
substratporten til transistorene som omfattes. i dehf;
terminerende kretsen.

Oppfinnelseh gjor det mulig for denne. koﬁpenseriﬁéeh a .
lages dynamlsk slik at 1mpedanst11pasn1ng v1l ‘finne sted*
selv for tilfellet med mlddelnlvéendrlnger i .signaler. som’
er raskere enn endringene styre- og adderingskretsene kan’
felge. ' .

I henhold til oppfinnelsen er det ogsé mulig & lage'spen-'

'ningen p& portforbindelsen heyere enn den egne matespen—v 

ningen, ved hjelp av en SC-teknikk.
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I tillegg, gjer oppfihnelsen det mulig for en termiﬁérings—'_
kretsrelatert kobllngsanordnlng & vare fullstendlg .
flytende deaktlvert eller knyttet til en fast spennlng

'Oppflnnelsen gjer det ogsé mu11g a lage betlngelser for :f-

selektiv dekklng av nedre og ovre v1nduer som. t11de1es
senderen og/eller mottakeren, . ved & velge NMOS— og PMOS-
transistorer til forskjellige termlnerende kretser '

Oppfinnelsen'tilbyr ogsad muligheten for 4 svitsje tfaﬁsiég,
torene'som'tilhzrer den terminerende kretsen til eh'tiié-

stand med hzy 1mpedans som svar pa et aktiver1n9981gna1 som '
genereres eksternt ' ' '

Oppfinnélsen foresiér ogsd & bruke i SC-teknikken én'ahnen
kondensator som kan forbindes til kohdéhsatorene-névnt"
tidligere og som kan aktiveres og deaktivéreélav svitsje-'
kretser for eksempel for & heve spennlngsverdlen som skal -
anvendes pé portforblndelsene over spennlngsverdlen tll )
styre81gnalet

‘Med dette formal, anvendes den'dénnede middelspéﬂnigg§-'

verdien pa en annen svitsj slik at nevnte'spenningsverdi i"
én svitsjetilstand kan forérsake oppbygging av potensialet-
i den andre kondensatoren.

I henhold til én utfzrelsesform av oppflnnelsen, forblndes i
den andre kondensatoren til jordpoten51al nér nevnte andre .
svitsj er 1 en andre’ tllstand

FORDELER

De fordelene som primert er karakteristiske fbr oppfinnelf-
sens termineringskretsrelaterte koblingsanordning‘tilpas-:

set, blant annet, til en signalmottakende og 51gna1behand-j_--”
' ‘lende enhet i henhold til den foreliggende oppf1nne1sen,,-3

1lgger i & fremskaffe betingelser for a konstruere en aktlv
transistorrelatert terminerende krets som har automatlsk
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"'kompensering'av arbeidépunktet til en iﬁpedansbésfémmeﬂde:_'

terminerende tfansistor, ved éblage ved hfélp'av”én enhet
som danner mlddelspennlng, en spennlngsverdl som kan anven—
des pa portforblndelsen eller forbindelser tll den
terminerénde transistoren eller tranSLStorene, enten o ﬂj.
direkte eller ndr addert til en referansespennlng som B
genereres av en styrekrets, og dermed medfore at den
motstandsdominerte impedansverdien til den termlnerende 1f _

.tran91storen endres til en valgt nominell” termlnerende
verdi, hovedsakellg uavhenglg av den termlnerende. 

spenningen.

‘De vesentligste karakteristiske trekkene til 6ppfihhélééns

termlnerlngskretsrelaterte kobllngsanordnlng fremstllles i
det karakterlserende avsnitt i krav 1. s '

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE

Oppfinnelsen Qil na beskrives mer detaljeri ﬁéd référanée_'
til de for tiden foretrukne utfgrelsesféfmene som har de. -
trekkene som er av betydning for den foreliggende 6ppfiﬁ¥, o
nelsen, og ogsd med referanse til tilherende teghinger,',
hvor ' ‘ '

Figur 1 er en skjematisk illustrasjon.av den pfinéipieilé :

konstruks;onen til. en termlnerlngskretsrelatert kobllngsfg:;
anordning som’ forblndes oppstrems i.forhold t11 en 51gna1— o
mottakende og signalbehandlende enhet i henhold - tll oppfln—_ ‘
nelsen, og viser ogsad addering av to spenningévefdier, dvsﬂ
en spenningsverdi representativ for et referanse51gnal og
en spenningsverdi som dannes av en mlddelverdl som

genereres av en signalstruktur; .

Figur 2 er et kretsdiagram som illustreref en andre -

utferelsesform éqm, med SC-teknikk, danner en krets-'l" o
anordning i henhold til figur 1, men med den forskjellen at
enheten som danner middelverdien og den terminerende . - '

kretsén er integrert;
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Flgur 3 er et kretsdiagram som illustrerer en tredje
utferelsesform av en kretsanordnlng i henhold til flgurene
1 og 2 nar det gjelder enheten som danner. mlddelverdlen og
den terminerende kretsen, ’ '

Flgur 4 1llustrerer i pr1n81ppet en utfzrelsesform av en .
styreenhet som har som funksjon a, ‘blant annet, generere en
.temperaturkompenserende.styrespennlngsverdl og en spen1: .
ningsverdi,(referansespenning) som holdes konstant nar'ﬁ
matespenningen varierer; ' -

Figur 5 illustrerer en mer detaljert koblingskrets. som
danner deler av oppfinnelsens utforelsesform i henhold til
figur 3; : ' - .

Figur 6 illustrerer skjematiskvden prinsipielle konétruﬁ—'
sjonen til en termineringskretsrelatert-koblingsanordnihg;'
som tilsvarer utferelsesformen i figur 1 men har analog
forsterknlng av mlddelspennlngsverdlen -som ~dannes av .-
s1gnalstrukturen, for &, blant annet kompensere for

kroppseffekten som er mullg,

Figur 7 illustrerer deler av en kretsanordning ‘som -
supplerer utferelsesformene i figurene 2 eller 3, for &
fremskaffe en fjerde kretsanordning som har hevet .
styrespenning for & kompensere for kroppseffekter og
paraéittiske kapaaitanser; | ' h

Figur 8 er et tldsdlagram som’ 1llustrerer sekven81ell
aktivering av de elektrlske konstaktanordnlngene som flnnes‘
i svitsjekretsene vist i flgurene 3 o9 7;

Figur 9 illustrerer enkel-sluttet signaléringlmed en
flytende og deaktivert.términe;ing;

Figur 10 illustrerer enkel sluttet 51gna1er1ng med en fast h
terminering i forhold til en fast spennlng, B
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Figur 11 illustrerer differensieil signélering med gﬁ'" '
flytende terminering; e .

Figur 12 illustrerer dlfferen51e11 sigﬁaiering medjgh ;::

fiytende som er deaktlvert

_Figur'13'iliustrérer'differensiéll signélering'ﬁéd‘fast::

terminering-i'forhold-til en krets som genererer eﬁ>faét¢_
spenningf ' ' ' e

Figur 14 viser‘grafer'védrarende_NMOS4trénsistor-"5
karakteristikker; ' '

Flgur 15 111ustrerer funks;onen t11 1mpedansvar1as;onen med
hensyn til spenningsvariasjoner og med en konstant port—

spenning i henhold til kjente betlngelser,

Figur 16 illustrerer en samsvarende funks;on i henhold t11
oppflnnelsen hvor en heltrukket linje 111ustrerer v
utferelsesformen i figur 1 og to stlplede<11njer
illustrerer utferelsesformen i figur 6; og

Figur 17 illustrerer bruken av to termlnerende kretser som _:
kan aktlveres ved hjelp av et akt1ver1ngss1gna1 '

BESKRIVELSE AV FOR TIDEN FORETRUKNE UTF@RELSESFORMER

Figur 1 illustrerer dermed en termlnerlngskretsrelatert
kobllngsanordnlng som forblndes oppstrems i forhold t11 en
signalmottakende M og s1gna1behand1ende enhet 1. .

I det illustrerte différensialsignalpverfdrings;éystemét,
forbindes bide en terminerende krets eller nettverk 4 og en’

.mottaker 1 til to ledninger eller ledere 2, 3, som'dmfattes-

i et signaloverferingsmedium og som kan sende. 1nformaSJons-
barende signaler 1 form av spenningspulser. :
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Figur 1 er ment & 1llustrere at en 1mpedanst11passende.;

_krets 4a som tilherer den termlnerende kretsen eller nett-:

verket forbindes direkte til to ledere 2,3 og tllpasses £il
a fremv1se en motstandsdomlnert 1mpedansverd1 (for eksempel-

50 ohm), som samsvarer med en impedansverdi t11 over-

foringsmediet (lederne 2, 3) hvorpé'de‘1nformaSJQnsbaren§¢
signalene sendes. . : . LT

Selv om det ikke vises i detalj, forbindes'lederne 2,L3Ati1 :

.en signaloverfaringskrets S pa en kjent mété,'

Under ideelle betingelser, hvilket antas & vere tilféllétai:f
felgende beskrivelse, vil utgangsimpedansen til senderén '
(S) tildeles en verdi som samsvarer med 1mpedansverdlen t11_=
overfeoringsmediet (2, 3), og en 1nngangs1mpedansverd1
tildeles mottakeren (M).

Impedahsverdiene til senderen (S) og mottakérén (Mfﬁerf -
motstandsdominerende verdier og i felgende beskrivelse >

‘antas det at disse verdiene kan styres slik at de blant
annet holdes konstant uavhengig av temperaturvarlaSJoner,. .

behandllngsparametre, osv.

I felgende beskrivelse antas det at den valgt nomlnelleA
verdien er 50 ohm ' L

Signaloverferingskretser og éignaimottakende krétser-qé_:
signalbehandlende kretser er kjent innenfor teknikken 69
beskrives derfor ikke her i detalj. '

Imidlertid kan det nevmes at i én anvendelse i henhold til _
oppfinnelsen, dannes disse kretsene normalt ved hjelp aV'eni.'
pluralltet av trans1storkob11nger i tllgjengellge tran81s- -
torer innenfor I/0- makroomradet til-en IC- krets. '

Oppfinnelsens illustrerte termineringskretsfelaterte
koblingsanordning vil ogs& bruke tfansisto;er,.osv.;=ébm et'

tilgjengelig innenfor I/O-makroomradet.
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Figur 1 illustrerer en krets 5 som danner mlddelspennlng,

for & oppna pa en ledning eller leder 20 en. spennlngsverdl
(Va) som fremvises av middelverdien til spennlngspulsene

som genereres av de 1nformas;onsbarende 81gnalene som

genereres over lederne 2, 3. Spennlngsverdlen V' er dermedi“f
utelukkende en mlddelverdldannet spennlngsverdl. '

I tilfellet med dlfferen81ell 31gnaler1ng, v11 91gnalspen—.
ningene vere stabile, og med s1gnalstrukturer som veksler
mellom 0 og 1 vil middelverdien vare en eksakt mlddelverdl
ved forskjellige haye motstandsverdler i kretskobllngen 5.

Imldlertld omhandler oppflnnelsen evaluerlng og bruk av o
mlddelverdlen gitt av eyeblikkelige varlaSJoner i s1gna1— :
spenning, og i felgende beskrivelse antas det at mlddel- '
verdien ikke vil endres som et resultat av 81gnalstrukturen
foradrsaket av variasjoner i sendte pulssekvgnser ved
relevante spenningsnivaer.

I tilfellet med enkel-sluttet signalering, kan det forVéﬁ;i

" tes at signalstrukturen forarsaket av sendte pulssekvenser"

mer tydelig kan pév1rke dannelsen av en m1dde1verd1 A
dette tilfellet, evalueres dannelsen av en: mlddelverdl v1a'
integrerende kretser eller via lavpassflltrerlng.,

I felgende beskrivelse av differensiell s1gna1er1ng, antas-
det at mlddelverdlen som dannes har én verd1 pa- 0 5 V.,

Dén tidligefe.névhte spénningsverdieh:(Vh) aadéfes né.ved' _
hjelp av spenningsadderingskrets'6 tilvén referanégspenpiﬁg.
(V) som genereres av en styreenhet som.genereier en sEYre—-'
spennlng (se figur 4), og den sammensatte spennlngen som '
dannes ved 4 addere nevnte spennlnger fungerer som en - _
styrespenning og vil inntreffe pa en leder 25 og dermed
styre kretsen 4a til det terminerende nettverket til-a N
fremvise en terminerende impedans, som reguleres tii_éh".
nominell verdi- pa, for:eksempel, 50 “ohm. L
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Det kan lett sees utfra flgur 1 at kretsen 4a pév1rkes av
den eyeblikkelige spennlngsverdlen (Vh) fra krets 5 som ..
danner middelverdien og av den zyebllkkellge referanse-

spenningsverdién'(V})Ufré styreenhetene, via.lederlS?é-a'

Det antas i flgur 1 at kretsen 5 som danner mlddelverdlen .

omfatter to motstandselementer (motstanderne R1, R2) som.

har relativt heye og gjen51d1g like, motstandsverdler hvor
aktivering av elementene vil kun i ubetydellg grad pév1rke
1mpedanst11pasn1ngseffekten pa den termlneregde kretsen 4a. -

Det er mullg innenfor oppflnnelsens omfang a komblnere "
krets 5 som danner mlddelverdlen med krets 4a som har den
terminerende impedansen, hvor krets 4a i utfzrelsesformen 1

figur 3 antas 4 bestd av transistorer.

Impedansverdien til kretsen som danner eller fremviser
impedansverdien vil holdes konstant i forhold til en )
nominell verdi si lenge som mullg, og det er derfor nmdven-'
dig & justere denne verdien som svar pa varlaSJoner i
temperatur ﬁen.uavhengig av spennlngsvarlaSJoner,

behandlingsdispersjon eller deviasjon, osv.-

Oppfinnelsen baseres dermed pa addering av tdtspénﬁings;l"
verdier, hvor hver er variabel, dﬁs en'referanseSpenﬂin957 '
verdi som, blant annet, .eker nar temperaturen eker, og. en
m1ddelspenn1ngsverd1 som er avhengig av den fremherskende
signalstrukturen og spenningsnivaer. K

Verdien til referansespennlngen varierer sakte i forhold

til tid, mens spenningsverdien som danner mlddelverdlen

varierer raskt i forhold til tiden.

Den sammensatte spenningen som dermed dannes ved hjelp av’ C
nevnte addering anvendes pa portforblndelsen til en -
transistor som bestemmer den terminerende 1mpedans§n‘ogf'
hvilken karakteristisk graf vises i figur 14.
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Portspennlngen Vg og andre parametre velges hovedsakellg
innenfor det propors;onale eller 11neare omrédet A

Figur 3 1llustrerer en kobllngsanordnlng hvor portspennln—:
gen Vg er en dlrekte sum av de to adderte spennlngsverdlene

'(Vr + Vm).

Som det klarere kan sees utfra figur 2, kan eﬁ middelverdi
dannes fra 81gnalspenn1ngsvar1a33oner pa lederne 2 og 3

denne mlddelverdlen fremv1ses som en spennlng ‘'og refereres
til i legende beskrivelse som den mlddelverdldannede'
spennlngsverdlen 20 (Vm). '

Figur 2 illustrerer ogsd bruken av SC-teknologi og viser .en
forste svitsjekrets eller en ferste sv1tSJeanordn1ng 21 en-
andre svitsjeanordning 22, og en kapa51tansdom1nert anord—

- ning, som for eksempel en kondensator 23, forbundet mellom

de to sv1ts3eanordn1ngene.'

I den illustrerte praktiske anordﬁingen[ kan kretseheléiiér'
svitsjeanprdningehe 21 og 22, og ogsa kondensator 23_omfat;:
te styrbare transistorkoblinger, som er kjent innenfor . '
teknikken og som det derfor ikke er nedvendig a beskrive.

Alle de illustrerte svitsjekretsene eller- sviﬁsjeanordnin-f
gene 21 og 22 kan brlnges selektivt til én av tre tllstan-
der a, b og ¢, som v1st ‘i flguren, hvor sv1tsyetllstand c.
er ment a illustrere en &apen p031sjon. ’ o

Den elektriske kontaktposisjonen 2l1a til sv1tSJeanordn1ngen'
21 er i forhold til spennlngsverdlen 20 (Vm), mens den :
elektriske kontaktp051SJonen 21b er jordrelatert 24.

Den elektriske kontaktposisjonen 22b til sﬁitsjééndrdningii.

30

22 er: tilknyttet referansespenning (Vr), mens den elek- ‘ )
triske kontaktposisjonen 22a er tilknyttet eller forbundet o
til en leder 25 som forbindes til en portforblndelse til



10

15

20

25 -

30

21

transistoren eller transistorene som fremviser den-

terminerende impedansen.

De elektrlske kontaktene 21 og 22. er gjensldlg koblet. gjenj

nom kondensator 23.

Som én av flere utfzrelsesformer kan spennlngsadderlngs-"*'
kretsen 6 som vises i flgur 1 omfatte nevnte sv1ts:eanord—
ninger 21 og 22 og kondensator 23. ' '

Kondensatorene 23a, 23b som viseé hvef for seg til veﬁstré
i figur 2 er kun ment & illustrere parasittiské'kondén—  S

' satorer og. omfattes ikke i felgende beskrlvelse,_selv om S
‘det mé hevnes at fremviste spenninger m& ‘vkes for- a kunne '
- kompensere for effekten av para51ttlske kondensatorer '

Nir svitsjeanordningen 21 er i tllstand 21b og sv1tsge-f _
anordningen 22 er i tilstand 22b, som vist 1_flgur 2, lades
kondensator 23 med en spenning som samsvarer med,referanse-

spenningen,in) pa ledningen eller 1ederen 9.

Nar sv1ts3eanordn1ngen 2l er i tllstand 21a og SVltSJe--_
anordningen 22 er i tilstand 22a, fremv1ses det. pa. leder
eller ledning 25 en spenning som samsvarer med,spennlngen-_
som kondensatoren 23 var ladet til tidligere, foftegnsf;;
addert med épenningen (Vm),‘fremvist av den middéiVerdi-.
dannede referansespenningen 20; ' )

Kretsene 21 og 22 kan brlnges til en’ ansket p091SJon eller :;'
tilstand ved hjelp av et signal pa en 1eder 26 '

Dette aktlverlng331gnalet genereres ien krets (v1ses 1kke)_
og styres av et styremlddel som heller ikke v1ses ’

Figur 3 111ustrerer en utferelsesform hvor den termlnerende
kretsen eller nettverket 4 bestér av tre termlnerende'

' 1mpedanser,_dvs. en ferste tran51stor 31, ‘en andre

transistor 32 og en tredje transistor-33..1_detﬂlllﬁétréfte
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tllfellet, antas det at tran51storene 31 og 32. er serle—" 
forbundet over lederne 2 og 3 og fungerer som en krets som
danner middelverdi for & generere en spennlng 20. '

En 1mpedanst11passet verdi dannes av to serleforbundet
transistorer 31 og 32 parallell forbundet av en annen

,tran91stor 23.

ﬁette'gjzr det mulig & velge dé forskjellige impédanS*- .

. verdiene til transistorene 31, 32 og 33, selv om slik at

totalt en mlddeltllpasset verd1 oppnas, for eksempel en -
verdi p& 50 ohm. D

NAr en mlddelverdl dannes, vil 1nnbyrdes den samme
1mpedansverd1en velges i forhold t11 tran51storene 31 og
32.

Impedansverdien som velges i forhold:til transistorene 31
og 32 kan vare mye heyere enn 1mpedansverd1en til :

trans:.stor 33.

En eller flere av disse transistofene_kan erstattes av en

fast motstandsverdi . (en motstand) og dermed ;illéte.at.kﬁn

de andre er justerbare.

Spe51e1t kan transistorene 31 og 32 erstattes av uteluk-» :
kende motstandsme581ge elementer, fortr1nnsv1s hzy ohmlske

motstander, og 1mpedanst11passende ]usterlng t111ates kun 3
via tran51storen 33. '

Andre kretskoblinger, som for eksempel en fast motstand
parallellkoblet med en tran81stor, en fast motstand

seriekoblet med en transistor, og komblnaSJoner derav, kanf
ogsa brukes. ‘ o

Men, utferelsesformen i figur 3 er en koblingsanordning "
hvor portforbindelsene 31g, 32g til transistorene 31 og 32"
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' forbindes til portforblndelsen 33g til transistoren 33 og ;ﬁ

alle styres av spennlngen pa 1ederen 25.

Det antas at alIe tfansistorer'31 32 og”33 styres via:
portforblndelsene med spennlngsverdler tllpasset Sllk at
det fremv1ses motstandsdomlnerende egenskaper. '

De parasittiske kondensatorene (23a, 23b) vises 1kke 1"
flgur 3, selv om kretsen 6 kan konfigureres pé samme méte
som vist i flgur 2.

Flgur 4 illustrerer med dlagram en styrekrets 40 som. kan
danne en tllpasset referanserelatert spenn1ngsverd1 pé
lederen eller ledningen 9.

Krets 40 bestdr av en operasjbnsforstefker 43 hvilke to’ -
innganger forbindes til to parallelle elektrlske kretser
(11, 1I2).

"En elektrisk krets I1 har en ekstern fast referansemotstand@' .

41 og en elektrisk krets I2 har en 1ntern justerbar }}5;
motstandsdominert transistor 42 '

Kretsen 40 er ment a levere en styrbar referansespenning;
dvs. en sakte variabel styrespenning, som er ment”ébstyfe
momentane ' ' '

motstandsverdler eller 1mpedansverd1er for 1mpedanst11pas—"
ning eller 1nngangsmotstandstllpasnlng,_omfattet i en enkel’
overferingskrets, i en s1gnalmottakende krets eller i andre
kretser eller forbindelser.

. Det nevnes, derimot, at kretsen 40- tilpasses“slik'at den

kan holde den styrbare spennlngen pa lederen 9 konstant,h"
blant annet uavhenglg av varlaSJoner i systemspennlngen,:vv
selv om den styrbare spenningen kan ogsi zke nar -
temperaturen eker og omvendt. ’
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Referansespenningeh'kan dermed styres slik at verdien. .
holdes konstant, med en verdi som velges i henhold til en -
valgt 1mpedansverd1 og i henhold t11 parametervarlaSJoner 
fordrsaket av behandlingsdispersjon eller dev1asgon.

' Normalt, vil styrekretsen 40 plasseres sé nart den styrte".

1mpedansen eller de terminerende kretsene at det’ tlllates'é‘
anta i praksis at én ©og samme temperatur v1l vare frem- '
herskende i begge disse omradene.

Kretsene som 111ustreres i figurene 2 og 3 gir dermed en .

'trans1storre1atert arbeidspunktforflytning og en

termlnerlngspunktforflytnlng.1 forhold tll,]grdpotensialﬁ:'

Kobllngsanordnlngen som 111ustreres i flgurene 2 og -3 N
baseres pa SC-teknologi og gir, av denne grunn, dynamlsk
kompensering, i en.sllk grad at'en styreverd; som anvendes,
blant annet, pa portforbindelsen 33g kan lagres dirékte_ved
hjelp av en transistor som fungerér som en terminerende
impedans, i en slik grad at nevnte transistor'ogsé"ha: '
kapa81tetsegenskaper og kan dermed - lagre en anvendt
spenning. ‘ o '

Figur 5 illustrerer et kretslag litt mer'detaljert}'hﬁor,.
kretsene 21 og 22 og kondensator 23 tegnes tiiSvarendé
kretsene som skal lage de elektriske kontaktfunksjonené:.
21a, 22a; 21b og 22b. o

Flgur 6 er ment 4 illustrere en kobllngsanordnlng hvor den
mlddelverdldannede spennlngsverdlen 20 forsterkes i )
forsterkeren 7, fer den adderes til referansespennlngenl

Spenningsekningen (Vr + kVm) som dermed fremskaffes pé
lederen eller lednlngen 25 kan brukes til a kompensere for
effekten av den para51ttlske kapa51tans og for tran51stor—
relatert kroppseffekter. '
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SC- teknologien som anvendes omfatter, blant annet, den

‘forste sv1tsgekretsen 21, kondensator 23 og den andre

sv1ts3ekretsen 22, og gjzr det mu11g for spennlngen som'

,anvendes pa portforblndelsen 33gq, ved h]elp av ytterllgere '

sv1ts3em1dler (se figur 7) é vare hzyere enn dens mate--
spenning.

I henhold til den foreliggende oppfinneléeh, kan spenniﬁgen L
som anvendes pa portforbindelsen tillates & variere fra

. litt under O-nivdet til litt over halvparten av mate-

spenningen, deflnert som et “nedre vindu”, via NMOS—J_A.
transistorer. 4 '

PMOS- elementene som omfatter en PMOS tllpasset referanse--'.
generator (40) kan brukes som termlnerlngsfungerende
transistorer.

Nar PMOS-elementer brukes, kan spenningen soﬁ anvéndésvpé',
portforblndelsene tillates & varier fra litt under halv-
parten av matespennlngen £il 11tt over matespennlngen, for
a danne et. “@vre v1ndu" :

Figur 16 viser orienteringen av nevnte evre og nedre

vinduer til den signalmottakende kretsen mer detaljert. .

Figur 17 er ment & illustrere to rekker med terminerendé
kretser 41, 42 forbundet til de samme - 1ederne 2, 3..Den

'termlnerende kretsen 41 antas a besté av NMOS tran31storer

og den termlnerende kretsen 42 antas & besté av PMOS-

tran51storer

N4ir hver termlnerende krets omfatter NMOS tran31storer og .
PMOS-transistorer som forbindes til én og ‘sanime forblndelse'
av ledere 2, 3, .er det mulig 4 velge én av- de term;nerende
kretsene, som for eksempel krets 41, og blokkere den andre -

. terminerende kretsen 42 ved hjelp av aktivering gjennom en. -

ekstern krets via lederne 4la, 42a, slik at én og sémmeiﬂ



‘io

15

20

25

30

.26

mottakerenhet ‘1 kan dekke enten et nedre eller’ et avre S

-vindu.

Disse vihduene kan tillétes a overlappe hvérandre;'ved
passende valg av spennlngsomrédene 161, 162, A henhold t11
figur 16. a ’

Hver styrbar termlnerende tran51stor kan ogsé deaktlveres

_ved hjelp av et styresignal, eller.ved é senke spennlngs-

nivaet pa leder 9.

Som nevnt tidligere i flere anﬁendelsé:,‘kan det vare ned-
Qendig med. en hoyere spenningsvérdi'pa leder 25'ennfdét'éoh:
kan tilbys via spenningen pévlede: 9 addert med épgnniﬁgéé

verdien pa leder 20. Denne hoyere spenningsverdien er. nod-

vendig for & kompensere for kroppséffekt'og for spenningé—'
reduksjonen forarsaket av sc-teknikken og dens,parasittiéké
kapasitanser i svitsjer, kondensatorer'ogrlédende-kfetser;"

- Bt teknisk/koblingsalternativ beskrives_mehs dét-xefereres-

til figur 7, som viser et kretstillegg til utferelsesformen
i figurlzieller 3, hvor spenningSVérdiene;som fremvises, - |
blant annet, pa portforbindelsen 33g heﬁes litt via 1édéreﬁ~
24, for a kompensere for tran51storre1aterte kroppseffekter
og parasittiske kapa51tanser. -

Figur 7 illustrerer tilstedeverelse av en yttéiligere'_f

kondensator 61, som forbindes til kondehsator 23 og som kan L

aktlveres og deaktiveres ved hjelp av en tredje sv1tSJe-vj.

~"anordning 62, for a eke ‘med en valgt faktor spenningen som '

genereres av den spennlngsmlddelverdldannede enheten 5.

I utferelsesformen i figur 7, anvehdes.spenningsverdien;zo.
pa den elektriske kontaktposisjonen 62a ti; en'ytterligére
svitsjeanordning 62, slik at spehningsverdien 20, i denne
sv1ts;etllstanden, ahvendes pa den ytterllgere konden-‘
satoren 61 og kqndensatoren 23,.og i en annen svitjse-




10

15

20

25

30

27

tllstand 62b forblndes den ytterllgere kondensatoren 61 t11
et jordpotensial 63. : '

Spenningsnivdet pA lederen 25 kan hermed fi et tgoreﬁisk .
nivd som samsvarer med spenpingsniﬁéet pé'ledérén-s éddert.j
med to ganger nivdet pa spenningsverdien 20. N

Figﬁr 8 illustrerer et tidsdiagram for a ékfivefé‘évitsjeQ“

kretsen eller den ferste kobllngsanordnlngen 22- paret med'.:-

den tredje koblingsanordningen 62, for a lage betlngelser
for & oppnd nevnte heyniva pa styrespennlngen.'

I figur 8A kan det sees at aktivering av svitsjene 21, 22
til deres respektlve tilstander 21b og 22b, og brlnglng av
svitsjeanordningen 62 til dens tllstand 620 vil medfzre

overfering av spennlngen pé leder 9 til kondensator 23 soml '

' en spenning “Vr”.

I figur 8B kan det sees at etterfelgende aktivering av ."
svitsjehe til svitsjétilétandene 2la, 22c og 62b vil ‘
medfere at spenningen pa lederen 20 sendes t11 kondensator_
61 som en spenningsverdi. “Vm~ .

I figurlsc'kan det sees at etterfelgende aktiveriﬁg-av‘

" svitsjene til respektive tilstander 21c, 22c¢ og’'62a. vil:

medfere at spenningen  (Vm) pa lederen 20 llgger wi serle”':
med spenningen “Vm” over kondensator 61 og i serle med

spennlngen “Wr” over kondensator 23.

I figur 8D kan det sees at etterlegende aktivering av
svitsjene til respektlve tllstander 62a, 22a og 2lc.

medferer en spenningsverdi som samsvarer teoretisk med - .
spenningsverdien (Vr + 2Vm) som fremv1ses pé 1ederen 25 og_-
pa portforblndelsen 33g. ’

I praksis vil imidlertid verdien pé spenﬂihgen pa pdfﬁ;_
forbindelsen vere litt lavere, men likevel tilstrekkelig""
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til & oppna ensket kompenserlng for kroppseffekter og
para81tt1ske kapas1tanser..

Figur 9 er et forenklet kretsdlagram som 111ustrerer enkel—f
sluttet 91gna1er1ng hvor den termlnerende kretsen er .
flytende og forbundet til Jordpoten51a1 .over en kapa51tans
80.:M1dde1verd1en kan sies & inntreffe ved: forblndelses-_
punktet ‘20. S

. Figur 10 viser en forenklet krets som 1llustrerer enkel--

sluttet signalering og som’ omfatter en leder 2, en 51gna1-”
mottaker 1 hvor den Eerminerende kretsen 4 er fast knyttet
til en fastspenningsgenererende krets 90. I'dette'tilfe14-fi
let kan spennlngen vere en hvilket som- helst znsket spen--

n1ng og kan til og’ med viere en 0- spennlng

_Flgur 11 illustrerer skjematisk differensiell 51gna1er1ng

med flytende terminering og med 1mpedansene 104.0g 105 t11
den termlnerende kretsen 4 forbundet i serie over- lederne '
2, 3. . '

Flgur 12 illustrerer skjematlsk dlfferen91ell 51gna1er1ng."
med flytende og deaktlvert termlnerlng. I dette t11fellet
forbindes impedansene 114 og 115 som tilhegrer den
terminerende kretsen 4 i serle med det felles forblndelses-'

.punktet 20 forbundet til en kondensator 116 og til jord- .

poten51a1

Figur 13- 111ustrerer skjematisk dlfferen81ell slgnalerlng
hvor 1mpedansene 124, 125 til den termlnerende kretsen 4 er'
fast knyttet til en fastspennlngsgenererende krets 126
Spenningen kan ha en hvilket som helst onsket verdl, og kan
til og med vare en 0

Figur 14 111ustrerer kurver- karakterlstlsk for en NMOS- --f
transistor hvor spenningsverdlene velges innenfor’ det -
proporsjonale eller lineare omradet A' for & danne

motstandsdominerte 1mpedanser.
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Figur 15 illustrerer endringer i impedansverdien avhéngig n
av spenningen (Vm) ved en konstant' spennlng til port- o
forbindelsen 33g til transistoren 33, i fraver av_

spennlngSJusterlng av betydning for oppf;nnelsen._‘

'Flgur 15 er en graf ‘som viser’ varlasjon i 1mpedans mellom
" kollektor og emltterforblndelsene i forhold til en 11ten_j

spennlng av stzrrelsesordenen l00mv.
Figur 15 er ogsa ment 4 illustrere hva som vil skje medJ}-'
impedansen Zi nar kollektor- og emitterspenningene.'“

forskyves oppover parallelt med en konstant portspenniﬁg.

Middelverdien Vm'vil dermed Vé:en(VD + VSB/Z."

. Dette viser en merkbar endring i 1mpedansverd1en i henhold

til variasjon i spenning, sammen med uttalt dlspersjon
eller deviasjon. . )

Figur 16 111ustrerer en tllsvarende endrlng med spennlngs—-

'.kompenserlng i hénhold til oppflnnelen. _'”

Impedansendringen ved en portspenning (Vrf4 mevi'hehhéld_
til figur 1 vises med heltrukket linje. '

Impedansendrlngen ved en portspenning (Vr + ka) vises med
stlplet 11nje, hvor k er 1 2. '

'Impedansendring ved en portspénning 25 med ep;foféterkﬁ'“

ningsfaktor heyere enn ved k ='1.2, vises med en-prikkgpl )
linje. : S

Omradet 161 er ment & illustrere oxientéringen av- spen- .
ningsomradet for et “nedre” vindu, mens omrédet 162'er.ment
a illustrere or1enter1ngen av spennlngsomrédet for et

“avre"'v1ndu.
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Det nevnes at.de vedlagte flgurene v1ser kun én enkel _
transistor, og denne transistoren kan, - i prak31s, besté av
én eller flere transistorer forbundet i serie eller
parallellkoblet, og ogsé-sammen_med komponenter, ' som “for
eksempel motstander, i henhold til det .som er nevnt -
tidligere. ' ' ST C

Det vil féfs;és'ét'oppfinnelsen ikke'begrenSeé'av:dé
éksemplifiserte utforelsesformene som beskrives og

“illustreres her og at mod1f1kas:oner kan gjeres 1nnenfor

omfanget til oppflnnelsens konsept - som deflnert i legende:
krav.
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PATENTIXKRAYV

‘l. Terminerende krets eller nettverk forbundet tll et ’
31gnaloverfzr1ngsmed1um i form av én eller to ledere hvorpé'

1nformas;onsbarende 51gna1er kan sendes i form av .
spennlngspulser, og ‘en 1mpedanst11passende krets forbundet
til nevnte leder eller ledere, ’ ' : ’

'karakterisert: V. ed .at det omfatter en f*li

middelspenningsverdidannende enhet som danner en mlddel-.

-spenningsverdi, en styreenhet som genererer en tllpasset.
referansespenningsverdi, og en»impedanstilpassende,transis—H

tor som omfattes i nevnte impedanstilpassende krets, hvor .

nevnte mlddelspennlngsverdl og nevnte referansespenn1ngs—1=n

verdi adderes for & danne en sammensatt styrespenn1ngsverd1
som anvendes pa portforblndelsen til nevnte tran51stor

2. Krets i henhold til krav 1, )
karakterisert ved at styrespennings-
verdien som anvendes P4 nevnte poftforbindélse genereres av
en spenningsadderingskrets hvorpé pétrykkes en spennlngs—
verdl fremskaffet av nevnte m1dde1spennlngsverdldannende
enhet og en referansespenn1ngsverd1 fremskaffet ‘av nevrte .
styreenhet, ‘som’ separeres ‘kretsvis fra nevnte 1mpedanst11-

‘passende krets.

. 3. Krets i henhold til krav 1,

karakterisert ved .at nevnte middel- -

- spenningsverdidannende enhet . forbindes til én avlnevn;ea‘

ledere og omfatter en signalintegrerende krets.

4. Krets i henhold til krav 1, R o
karakterisertx £ v e d . at nevnte middel—

spenningsverdidannende enhet forbindes til begge lederne og .

omfatter to gjen31dlg like komponenter.

5. Krets i henhold til krav 1,

'karakterisert ved. at spenningsverdien .soni
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genereres av-den mlddelspennlngsverdldannende enheten
anvendes pa portforbindelsen ved hjelp av SC- teknologl.

6. Krets.i henhold til krav 1,

.k arakterisert v e d at SC teknologlen som

anvendes bruker to sv1t33ekretser og en kapas1tans eller

kondensator som’ forblndes mellom nevnte kretser. .

7. Krets i henhold til krav 1,. .
karakterisert ve a .at den omfatter en o
mlddelspennlngsverdldannende enhet som omfatter 1mpedané-
tilpassende anordninger som forbindes til to ledere og
kobles sammen for & danne en - spenningsverdi. som er
representativ for en mlddelverdl dannet av forkommende
spennlngspulser. ' ' v L

8. Krets i henhold til krav 6 eller 7,
karakterisert ved at'épenningéverdien som
dannes av nevnte middelverdi anvendes pé en forste sv1ts;e-
krets som i en fzrste sv1tSJetllstand leverer nevnte
spenningsverdi til en kondensator som-tilherer nevnte -
krets.

9. Krets i henhold til krav 8, _ : v -
karakterisert ved - at kretsen oﬁfattef'en"
andre SVitSjekrets som forbindes til nevnte kondensator,“:
hvor nevnte andre svitsjekrets i en fzrste tilstand anven- -
der en kondensatorrelatert spenning pa nevnte portforbln-'f
delse, og en andre tllstand leverer nevnte referanse- )
spenning til nevnte kondensator.,- o .

10. Krets i henhold til krav 8 eller 9, .
karakterisert v e d  at nevnte forste og
nevnte andre svitsjekretser koordineres av styre91gnaler
slik at de er i en f-rste tilstand samtidig og i en andre
tilstand samtidig. S
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11. Krets i henhold til krav 1, . P
karakterisert ved. at dén'impedanétilpas-3
sende kretsen omfatter tre trans;storer, hvor én forblndes
mellom to ledere og de gjenstdende danner en mlddel-
spennlngsverdldannende enhet; og ved at portforblndelsene
til alle nevnte transistorer kan pév1rkes av nevnte

sammensatte styrespenningsverdi.

12. Krets i henhold til krav 11, ,
karakteriser t ved  at én eller flere av de '
nevnte transistorene omfattes ien tran51storrelatert

‘mostandsdominert kretskobling.

13. Krets i henhold til krav 11, _ LT
karakterisert ved ‘at én eller flere .-
transistorer erstattes av en motstand. o

14. Krets i hénhold til krav 1, . . .
karakterisert ved ~at hevnte spenningsiw'ﬂ‘
verdi som genereres av den mlddelspennlngsverdldannende '
enheten forsterkes i en forsterkerkobllng

15. Krets i henhold til krav 1 eller 14
karakterisert ved at den genererte f'”

spennlngsverdlen zkes ved hJelp av SC teknologl.

16. Krete i henhold til krav 1,

karakterisert ved at'spennihgsverdiéh.SOM '

" tjener som en referansespenning velges under en'vélgtr:

systemrelatert matespenning.

17. Krets i henhold til krav 1 _

kara kte r isert v e d at tran51storen som-
portspennlngen leveres til holdes konstant i -forhold t11 )
spenninger som fremvises pd sluk- eller. kildeforbindelsene-
til .nevnte transistor, uavhengig'av spenningsomradet som :

nevnte spenningspulser er innenfor.
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18. Krets i henhold til krav 1 eller 7, :
karakterisert ved at- den mlddelspennlngs-
verdidannende enheten bestdr av to serleforbundet eller
innbyrdes like transistorer som forblndes mellom to ledere,'
hvilket felles forblndelsespunkt tran51storene forbindes . °

til eller bestér av nevnte mlddelverdldannet spennlngs-< f?
verdi. : o

19. Rrets i henhold til krav 1', 11 eller 17, .
karakterisert ved at begge portforbln—,

~delsene til transistorene som er serleforbundet forblndes

direkte til en portforblndelse t11 en ytterllgere
tran81stor.. ’ ’ '

20. Kreté i henhold til krav 19, L O ,

karakteriser t” ved at. den. ytterligere
transistoren parallellkobles tll nevnte to tran81storer som.
er serieforbundet. '

21. Krets i henhold til krav 1, 14 eller 15,

‘kara kterisert ved at en forflytnlng 1 et'g

tran31storre1atert arbeldspunkt og/eller en forflytnlng i

et termlnerende punkt i forhold til Jordpotens1al kan

kompenseres for av spennlngstllpassende forekommende
spenningsverdier pa portforbindelsen eller substratporteh.

22. Krets i henhold til krav 15 eller 21,

karakt er isert. ve d at nevnte kompenserlng
er dynamisk i “den grad at en styreverd1 som brukes pé
portforblndelsen kan lagres dlrekte ved hjelp av

'trans:Lstorer som fungerer som en termlnerende 1mpedans

23. Krets i henhold til krav 1, S
karakterisert v e d at nevnte sammensatte
styrespennlngsverdl som anvendes pé portforblndelsen '

' aksepteres innenfor et omrdde fra lltt under 0- nlvéet t11

litt over halvparten av matespennlngen for NMOS—-

transistorer.
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24.'Krets i henhold til krav 1,
karakterisert ved at termlnerlng

fremskaffet av den 1mpedanst11passende kretsen er. enten o
flytende, deaktivert eller knyttet tll en’ fast spenn1ng.7‘ 2

. 25. Krets i henhold t11 krav 1

karakterise r t v e d ' at nevnte 1mpedans-f:g'
tilpassende tran51stor bestér av PMOS elementer.y

26. Krets i henhold til kravlzs, .
karakterisert ved at den sammensafte-fﬂ-
spennlngsverdien som anvendes pé portforblndelsen T
aksepteres innenfor et omréde fra litt under halvparten av

matespennlngen til 11tt over nevnte matespennlng

27. Krets i henhold til krav 23, 25 ellerlzi, _ ' '
karakterisert ved at NMQS-transistorer_éé
PMOS-transistorer kombineres i forskjeilige términeren&er .
kretser slik_at et nedre eller et evre vindu selgktivt'kan
dekkes som svar pad et aktiveringssignal. - '

28. Krets i henhold til krav 1, '
karakterise r t ved at valgt termlnerlng
kan deaktiveres ved hjelp av et styre31gna1

29. Krets i henhold til krav 1 eller 15, _
karakteris ert ve d at nevnte spennlngs—
verdi som dannes av nevnte middelverdi anvendes pa- en.
forste svitsjekrets_og en tredje sv1tSJekrets

30. Krets i henhéld til krav 29, _ o
karakterisert . ved at nevnte forste §g‘
nevnte tredje svitsjekrets, og ogsd en andre svitsjekrets, '
kan f& én av tre sv1tSJetllstander som &var pa et
styresignal. '

31. Krets i henhold t11 krav 29 . , : o '
kara k terisert ve d at'Spenningqvefdien.éom
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dannes av nevnte middéispenningsvérdi anvendes pé-envfzrste_v
svitsjetilstand til den foerste og den andre svitsjekretsen.

32. Krets i henhold til krav 31,

karakterisert ved at en sPenningSveidi'-

som dannes av en m1ddelspenn1ngsverd1 anvendes pa en jA3
ytterllgere kapa51tans eller en ytterllgere kondensator ved.
at den tredje sv1tsgekretsen fér dens andre sv1ts;e- L
tilstand. S

33. Krets i henhold til krav.32; . S,
karakter is e rt ved at nevnte ytterllgere
kapasitans forblndes mellom den forste sv1tSJekretsen og _
den tredje sv1t53ekretsen og nevnte‘kapa51tans elle;'
kondensator. 4 - '

34. Krets i henhold til krav 30,

karakterisert ved at ‘nevnte tre sv1ts3e—
kretser er aktlverlngs91gnaler som pév1rkes Sllk at i en EE
forste tidsperiode:

a) den forste svitsjekretsen far dens andre
svitsjetilstand; ’

b) den andre.svitsjekretseh far dens éndre”
- svitsjetilstand; og - '

c) den tredje svitsjekretsén-fér.dens_tredje
svitsjetilstand; ' :

i en andre pafelgende tidsperiode:

a) ' den forste svitsjekretsen'far dens forste
svitsjetilstand; ' ' ' SR

b) © den andre svitsjekrefsen far dens tredje
svitsjetilstand; og ) '
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c) ° den tredje sv1ts;ekretsen fér dens andre
svitsjetilstand;

i en-tredje péfalgende tidsperiode:

a) den ferste sv1ts3ekretsen fér dens tredje =

sv1ts3etllstand

b) den andre sv1ts3ekretsen far dens tredje
sv1ts3etllstand

c) den tredje sv1tsgekretsen far dens f@rste.
sv1tSJetllstand og ’

i en fjerde pAfolgende tidsperiode:

‘a) den feorste svitsjekretsén far dens'ﬁredjq

svitsjetilstand;

b) den andre svitsjekretsen far dens ferste
svitsjetilstand; og '

c) den ‘tredje svitsjekretsen fér‘deﬁérférsté-

svitsjetilstand.

35. Krets i henhold til krav 29, . . .
karakterisert ved at kretsen omfatter‘én'A
ytterllgere kondensator som forbindes til nevnte- konden- . .
sator og som kan aktlveres og deaktiveres . t1dv1s ‘for & oke .

styrespennlngsverdlen som kan anvendes. pé portforblndelsen:f
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